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１．概要（Summary） 

 分子エレクトロニクス研究において、分子固有の物性現

象を発現させるためには、微細な構造を有する電極を用

いることが必要である。今回、大阪大学ナノテクノロジー設

備供用拠点微細加工プラットフォームの設備を利用して

ナノギャップ電極の作製を行った。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

LED描画システム、超高精細電子ビームリソグラフィー装

置、RF スパッタ成膜装置、高速大面積電子ビームリソグ

ラフィー装置、EB蒸着装置、多元 DC/RF スパッタ装置 

【実験方法】 

 ギャップ間が 30 nm のナノギャップ電極とパッド電極を

16 個有するマイクロギャップ電極を作製した。ナノギャッ

プ電極は、超高精細電子ビームリソグラフィー装置を、マ

イクロギャップ電極は LED 描画システムを用いて作製し

た。Figure 1にそれぞれの電極の SEM像と電極パター

ンを示す。LED描画システムを用いて描画・現像し、多元

RFスパッタやEB蒸着装置による金電極の成膜とリフトオ

フを行った。ナノギャップ電極作製時は、LED 描画による

電極作製後に、電子ビームリソグラフィー装置を用いてナ

ノギャップ部分を重ね合わせ描画し、同様に現像、金蒸

着、リフトオフを行った。 

 

 

 

 

 

 

 Figure 1. Images of CAD design nanogap and 16 

microgapelectrode pattern 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

LED 描画システムを用いて描画した各電極の光学顕

微鏡像を Figure 2(a)に示す。LED 描画システムを用い

ることで、マイクロメートルオーダーの微細な加工を行うこ

とができた。また、超高精細電子ビームリソグラフィー装置

を用いて重ね合わせ描画を行ったナノギャップ電極のナノ

ギャップ部分のSEM像をFigure 2(b)に示す。ギャップ長

30 nmのナノギャップ電極を得ることができた。 
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Figure 2. Optical microscope image of 16 microgap 

electrode (a), and SEM image of nanogap electrode 

(b). 
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